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Die Aufteilung der Leiterplatte in Plan-
quadrate (RastergroBe 10 mm X 10mm)
dient der Auffindung einzelner Bauteile.
Beispiel: Die Diode D2 befindet sich im

Planquadrat F6.

{

The division of the printed circuit into grid
squares (grid size 10 mm X 10 mm) serves
for locating individual components. ‘

Example: The diode D2 is mounted (n the

grid square F6.
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Wir behalten uns die Lieferung von Aquivalenttypen und
von abweichenden Sockelschaltungen der Transistoren vor.

We reserve the right to supply equivalent types and basing

variants for transistors.

Stromlaufplan Circuit Diagram

Anderungen vorbehalten! Alterations reserved!
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lan-
quadrate (RastergroBe 10 mm X 10ﬁ:nm)
dient der Auffindung einzelner Bauteile.
Beispiel: Die Diode D2 befindet sich im
Planquadrat F6.

Die Aufteilung der Leiterplatte in

The division of the printed circuit into grid
squares (grid size 10 mm X 10 mm)serves
for locating individual components.
Example: The diode D2 is mounted (n the
grid square F6.

2 SD 330 2 SC 536
E Bf o

O C cC| B
B E o

R1L
11/2W)

0,0L/50V

R22
1(1/2W)
——

FRLBIEER NI RS
R |G6|H7|F6 G3|E3|D3|E
C |J7[H7[J8|HB|G7|G3|D4|I
T |F2|F2|F3[D6|J13[HI3
D |I7|F6|G3|I6|I5[T9|IM0|]

Wir behalten uns die Lieferung von Aquivalenttype
von abweichenden Sockelschaltungen der Transistor

We reserve the right to supply equivalent types and
variants for transistors.



N
N’
) —

s i G L g 10 S o8 TS 5oy - B ety 52 2y | T iy e e
i sc2 scl A I |
680 = :
J310 J34 33 I
o] 0.0 B l
o 5 3 l 5 3 | 4
J32 l 6 6 = Fi .
JOO 4 2 4 2 c 110 L1
Jg 5 & & i * .11
QRO T4 |8 35V/1000 I
R22 cis J7.J3 Ef a2 D -
1(1/72W) 16V/470 J9 o o }C ~ R7 RIO e o . . === -
J4 M B Ri 33K |1(172w) | iO i :? .
cI7 O 12 & ! -4
16V/1000 o OO0 R9 . E : e | i ¥
o i J6 U2 27K T3 T2 | L s i L 12
2 3 = L ! 1 ! o DL/SM-1 111/2W)
02 R3 ¢ ¢c $¢ TI 1 [ 1% ! —pt )
82K U £ QEsp F PRSI L. .-ysta 13 123 cg
cls c5 1-2 % .
- cle 35v/2200 63V/1000 ['0\)——1 03 HEY . )2
25V/470 e »— 5 00kLy | C10 s )
i Icls sov 006 Kigy g ="990p,
C aix g2 072w |RLY 50V/10 . ’ 50V 3V
8 Ri6 1(1/2W) 6.8K(IW) 0 cé )9 ol 125
Te 4cC 3.3K S g8 25V, o) " -—
E
T bs fos Yo7 e DML LW ). $F'e 82K i . :
.
cl4 I I I DI 1 I RI2 R24 l
5 041 e 3 %DG D4 8 E 1172w) 5.6K 3 . v R4
" -
TS}C SR ES R g nald 1) £ c8 I i
E § 2 32 “8 35v/2200 J !
B O O 0 6 & © B '
J27 J28 J26 J21 J22 J23 J25 J24 ’ . I
Leiterseite
Printed side .
.
N o . o = - P " an 'K ] an 117 11/ I




